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対向タ－ゲット型反応性 HPPSによる TiCN膜の作製 

Preparation of TiCN films by reactive HPPS with two facing targets 
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TiN や TiCN 膜は切削工具などの高硬度保護膜として優れた特性を持っており 産業分野で広く

用いられている。本研究では、プラズマイオンプロセスによる密着性や膜質の改善を目的に、ス

パッタと CVDを組み合わせた方法ではなく、スパッタを主とした対向タ－ゲット型反応性 HPPS

（High Power Pulsed Sputtering）により作製した。  

本研究で用いる装置の概略図を図１に示す。作製したフィルムの Ti、C の組成はチタンと炭素

のターゲット面積比（炭素の面積比：0-50％）を変えることで実現し、また、0.7Pa の全圧のもと

Arガスに対する窒素混入率は 1.5％に設定した。ターゲットと基板との距離を 2.5cmから 3.5 (cm)

の間とし、幅 60µs、大きさ 1.2ｋV 程度の負のパルス電圧を繰返し周波数 150Hz で印加しプラズ

マを生成した。なお 放電で消費される平均電力は約 55Wとし、2時間ほど成膜で厚さ 0.5-0.6µm

の薄膜が形成された。 図 2 に様々なターゲット面積比で作製した膜の硬度測定の結果を示す。

チタンのタ－ゲット面積比を 100％（TAR-A）とし場合の TiN 膜の硬度は 26-27GPa であったが、

炭素ターゲット面積比を 25％（TAR-D）とした TiN 膜の硬度は 32-33GPa となり硬質化された。

これらの膜をXPS測定した結果からTiCN膜中のTiC成分の存在が硬度改善に有効と考えられる。 
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図 1 装置の概略図 

 

 

図 2 作製した膜の硬度 
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